
A-23                                                                                                               2014년도 한국표면공학회 추계학술대회 논문집

PVD 스퍼터링법에 의해 제작된 Zn계 박막의 결정구조와 표면특성에 미치는 인히비더의 영향

The Effect of Inhibitor on the Crystal Structure and Surface Properties
Zn Alloy Films Prepared by PVD Sputtering Method
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초 록 : SPCC강판상에 PVD 스퍼터링법으로 Zn계 박막을 제작하였고, Zn계 박막의 결정구조와 표면특성에 미치는 산소의 
영향을 해석하였다. 실험결과, 진공쳄버 내부에 있는 대부분의 Zn 이온중에서 Mg 이온이 증가할 때, Mg의 증발 및 흡착
으로 인한 Zn의 증착핵 성장 억제와 Zn-Mg 금속간 화합물의 분산분포는 Zn-Mg막의 결정입자의 크기를 작게 만들었다.
산소가 쳄버내부에 존해하는 경우에는 XRD 피크는 상대적으로 감소되면서 브로딩하게 나타났다. 또한, 표면특성인 몰포로
지의 경향을 분석해 보면 결정입도는 작아지는 현상을 보였다. 이것은 챔버 내부에 존재하는 잔류가스인 산소가 Zn 및 
Mg과 같은 증착입자와 결합 및 흡착이 이루어지고, Zn 및 Mg 등이 증착핵의 마이그레이션 효과를 감소시켜 결정입도의 
크기가 감소되는 것으로 나타났다. 1~5)

1. 서론

일반적으로 PVD 스퍼터링법에 의해 제작된 박막의 특성은 바이아스 전압 및 가스압의 영향에 따라 표면막의 결정구조와 
표면특성이 다르게 나타난다. 그러나, 막 형성과정에서 잔존하는 잔류가스에 따라 막의 특성이 달라진다. 그중에서 산소의 
영향은 기본적으로 전기적 특징, 화학적 성질 및 밀착성 등에 많은 영향을 나타낸다. 따라서 본 연구에서는 산소의 영향에 
따른 막의 표면 몰포로지와 결정입자의 특성에 대해 분석 및 평가하고자 한다.

2. 실험 방법

본 연구에서는 PVD 스퍼터링법에 의해 SPCC 강판상에 다양한 Mg 함량에 따른 Zn-Mg 합금박막을 제작하였다. 이때 진
공챔버 내부에서 흡착인히비터로 작용하는 산소의 영향을 고려하여 박막을 제작하였다. 이처럼, 박막의 물성 측정을 위하
여 성분분석은 EDS, 표면 몰포로지 분석은 SEM, 깊이별 성분분석은 GDLS, 결정구조 분석은 XRD를 이용하여 분석하였
고, 제작된 박막의 내식성 평가를 위하여 포텐시오스텟을 이용하였다.

3. 결과 요약 

본 실험 결과에 의하면, Mg함량 증가에 따라 Zn-Mg 합금막은 MgZn2, MgZn 및 Mg2Zn11과 같이 Zn와 Mg 증착입자에 
의해 형성된 금속간 화합물이 나타났고, 금속간 화합물/Zn의 XRD 강도비가 감소하는 경향을 나타났다. 또한 Mg함량 증
가에 따라 증착막의 결정입자의 크기도 작아지는 경향을 나타내었다.
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